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Аннотация: Статья посвящена анализу преимуществ и недостатков силовых МОП-

транзисторов.  

 

Силовые МОП-транзисторы обладают специфическими 

характеристиками и параметрами, недостижимыми для силовых 

биполярных транзисторов: уникальные частотные свойства, 

обеспечивающие малые потери мощности при переключении, и высокое 

входное сопротивление, благодаря чему появляется возможность 

управления силовыми транзисторами непосредственно от микросхем 

управления электронных балластов, так называемых драйверов. В то же 

время МОП-транзистор обладает и недостатками. Во-первых, он имеет 

значительное сопротивление в открытом состоянии, величина которого тем 

больше, чем высоковольтнее транзистор (RCИ ОТК ~ (Uпроб)
2,7) и чем выше 

температура кристалла [1]. Во-вторых, для мощного МОП-транзистора 

характерно наличие значительной входной ёмкости, что связано с 

особенностями структуры МОП-транзистора. Для быстрого заряда и 

разряда этой емкости при переключении транзистора требуется ввести 

дополнительные элементы в цепь затвора. 

Поскольку сопротивление RCИ ОТК низковольтного МОП- транзистора 

(при коммутируемом напряжении менее 200В) в открытом состоянии очень 

низкое, то в настоящее время эти приборы получили широкое 

распространен именно в низковольтных преобразовательных устройствах 

малой и средней мощности. МОП транзисторы имеют неоспоримые 

преимущества перед биполярными приборами, например, при 

mailto:nikita161095@gmail.com
mailto:kalita@bsuir.by
mailto:sys@bsuir.by


использовании в электронных балластах люминесцентных ламп 

мощностью до 25 Вт при питании от сети переменного тока Uc=110B. 

Кроме того, эти приборы целесообразно использовать в регулируемых 

электронных балластах как при Uc=110B, так и при Uc=220B, так как они 

могут управляться сигналами, поступающими непосредственно с 

выходных цепей драйвера балласта. МОП-транзисторы, спроектированные 

фирмой «MOTOROLA» для электронных балластов, имеют встроенный 

обратный диод, который может быть использован для протекания 

обратного тока. 

Для минимизации потерь при проектировании балластов на основе 

МОП-транзисторов фирмой разработан и производится 7РСМ08-прибор, в 

котором цепь разряда емкости затвора при выключении интегрирована в 

кристалл силового МОП-транзистора, что ведет к снижению цены 

структуры «силовой транзистор-управляющая цепь». 7РСМ08-прибор 

заменяет не менее пяти компонентов (силовой транзистор, диоды, 

резисторы, малосигнальные транзисторы), что ведет к уменьшению 

габаритов инвертора почти на 50%, и приблизительно на 15% уменьшает 

площадь печатной платы всего электронного балласта. Кроме того, так же, 

как и в случае применения Н2В1Р-прибора, увеличивается надежность 

балласта, упрощается его монтаж [2,3]. 
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